
 فيزيك الكترونيك2تمرين شماره 

 چه تعداد اتم در هر سـانتي متـر مكعـب    .است cma=5*10-8طول ضلع سلول واحد ماده معيني     )1

.باشد bcc ساختار)  ب.ساختار مكعبي ساده باشد)   الف:ماده وجود دارد، اگر

.  فاصله بين اتمهـاي مجـاور  ) الف:  محاسبه كنيد.  مي باشدa=5.43 A0ثابت شبكه اي سيليكون  )2

.چگالي الكترونهاي ظرفيت)  ج.  در هر سانتي متر مكعبSiتعداد اتمهاي ) ب

.      نشان دهيد كه با توجه به مدل الكترون آزاد، انرژي فرمي در دو بعد بصورت زير بدست مي آيد                  )3
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63.5و جـرم اتمـي آن   nm 0.1278شـعاع اتمـي آن   .  ميباشـد  FCCاتم مس داراي ساختمان )4

gr/moleجرم حجمي مس را حساب كنيد.   است))gr/cm3( ρ(.

نشان دهيد كه جرم الكترون ثابت نمي باشد ومي توان          ) تئوري باند (پني-با توجه به مدل كرونيگ    )5

جرم موثر آن را از رابطه  
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hمحاسبه نمود  .

63.5جرم اتمي مس )6 gr/mole و جرم حجمي آن  )gr/cm3( 8.5انرژي فرمي در مس را .   ميباشد

3.محاسبه كنيد
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:براي نقره، اطلاعات زير مفروض است)7

108=  جرم اتمي gr/moleجرم حجمي    =gr/cm310.64.46= كار تابع ev=Ф

ev 9.94= ي پتانسيلي كه يك الكترون آزاد حس مي كندانرژ

.نسبت تعداد الكترونهاي آزاد را به ازاي هر اتم پيدا كنيد

چگـالي  .  مـي باشـد  cm-3 1010 در حدودSi  ، چگالي الكترونها در باند هدايت oc25در دماي )8

.را محاسبه كنيدSiالكترونها در باند ظرفيت 

28= جرم اتمي سيليكون gr/mole جرم حجمي سيليكون   =)gr/cm3( 2.33

. را توضيح دهيدGaAs براي  nچگونگي ايجاد نيمه هادي نوع )9

.مفهوم جرم موثر منفي و بينهايت را از نظر انرژي بيان كنيد)10


